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【57】申請專利範圍
1.　一種積體電路(IC)封裝基板，包含：一本體；至少一第一導線，嵌入該本體中；至少一
第二導線，嵌入該本體中；以及至少一凸出焊墊，設置在該第一導線上，其中該凸出焊

墊自該本體凸出，且該凸出焊墊配置來與一半導體晶片之一焊料部電性接觸，且根據該

凸出焊墊之一製程偏差，藉由該凸出焊墊之一寬度及該第一導線之一寬度決定該凸出焊

墊與該第二導線之間的一第一間隔，該等第一導線中的至少兩者之間的一間距 P及該第
二導線與該等第一導線其中之一之間的一第二間隔 D實質上滿足以下不等式：D≧P/4；
以及 0<A/B≦0.75，其中 A為該凸出焊墊之該寬度，且 B為該等第一導線之各者之該寬
度。

2.　一種積體電路(IC)封裝基板，包含：一本體；至少一第一導線，嵌入該本體中；至少一
第二導線，嵌入該本體中；以及至少一凸出焊墊，設置在該第一導線上，其中該凸出焊

墊自該本體凸出，且該凸出焊墊配置來與一半導體晶片之一焊料部電性接觸，且根據該

凸出焊墊之一製程偏差，藉由該凸出焊墊之一寬度及該第一導線之一寬度決定該凸出焊

墊與該第二導線之間的一第一間隔，該等第一導線中的至少兩者之間的一間距 P及該第
二導線與該等第一導線其中之一之間的一第二間隔 D實質上滿足以下不等式：
10μm≦D<P/4；以及 0<A/B≦0.45，其中 A為該凸出焊墊之該寬度，且 B為該等第一導
線之各者之該寬度。

3.　如請求項 1或 2所述之 IC封裝基板，其中該第二導線之一寬度小於或實質上等於該第
一導線之該寬度。
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4.　如請求項 1或 2所述之 IC封裝基板，其中該第二導線與該第一導線之間的一第二間隔
小於或實質上等於該第一導線之該寬度。

5.　一種半導體封裝體，包含：一積體電路(IC)封裝基板，該 IC封裝基板包含：一本體；至
少一第一導線，嵌入該本體中；至少一第二導線，嵌入該本體中；以及至少一凸出焊

墊，自該本體凸出，其中該凸出焊墊在該本體上之一垂直投影的至少一部分與該第一導

線在該本體上之一垂直投影重疊；以及一半導體晶片，接合至該 IC封裝基板且具有一焊
料部，該焊料部直接接觸該第一導線與該凸出焊墊，其中該凸出焊墊之一寬度及該第一

導線之一寬度被決定以形成該凸出焊墊與該第二導線之間的一第一間隔。

6.　如請求項 5所述之半導體封裝體，其中該等第一導線中的至少兩者之間的一間距 P及該
第二導線與該等第一導線其中之一之間的一第二間隔 D實質上滿足以下不等式：D≧P/
4；以及 0<A/B≦0.75，其中 A為該凸出焊墊之該寬度，且 B為該等第一導線之各者之
該寬度。

7.　如請求項 5所述之半導體封裝體，其中該等第一導線中的至少兩者之間的一間距 P及該
第二導線與該等第一導線其中之一之間的一第二間隔 D實質上滿足以下不等式：
10μm≦D<P/4；以及 0<A/B≦0.45，其中 A為該凸出焊墊之該寬度，且 B為該等第一導
線之各者之該寬度。

8.　一種半導體封裝體之製造方法，包含：根據一凸出焊墊之一製程偏差，藉由該凸出焊墊
之一寬度及該第一導線之一寬度決定該半導體封裝體之一積體電路(IC)封裝基板之至少
一第一導線上的該凸出焊墊與該 IC封裝基板之一第二導線之間的一第一間隔；在該 IC
封裝基板之一本體上形成該第一導線與該第二導線及該凸出焊墊；以及將該半導體封裝

體之一半導體晶片接合至該 IC封裝基板，使得該半導體晶片之一焊料部直接接觸該第一
導線與該 IC封裝基板之該凸出焊墊。

9.　如請求項 8所述之半導體封裝體之製造方法，進一步包含：量測該等第一導線中的至少
兩者之間的一間距 P及該第二導線與該等第一導線其中之一之間的一第二間隔 D；以及
判斷該間距 P及該第二間隔 D實質上滿足以下不等式中的一者：D≧P/4或 10μm≦D<P/
4。

圖式簡單說明

當結合所附圖式閱讀時，以下詳細描述將較容易理解本揭露之態樣。應注意，根據工業

中的標準實務，各特徵並非按比例繪製。事實上，出於論述清晰之目的，可任意增加或減小

各特徵之尺寸。

第 1圖繪示根據本揭露之一些實施方式之積體電路(IC)封裝基板之剖面圖。
第 2圖繪示具有第 1圖中所示之 IC封裝基板的半導體封裝體之剖面圖。
第 3圖繪示根據本揭露之一些實施方式之 IC封裝基板之剖面圖。
第 4圖繪示具有第 3圖中所示之 IC封裝基板的半導體封裝體之剖面圖。
第 5圖繪示根據本揭露之一些實施方式之 IC封裝基板之剖面圖。
第 6圖繪示具有第 5圖中所示之 IC封裝基板的半導體封裝體之剖面圖。
第 7圖繪示根據本揭露之一些實施方式之 IC封裝基板之剖面圖。
第 8圖繪示具有第 7圖中所示之 IC封裝基板的半導體封裝體之剖面圖。
第 9圖繪示根據本揭露之一些實施方式之半導體封裝體之製造方法之流程圖。
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